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ySEL Silizium-Planar-Transistor BcY 5], 5]'

Ausfiihrung
npn-Silizium-Planar-Transistor, Metallgehduse, Kollektor ist mit dem Gehduse verbunden,
Als BCY 511 mit isoliertem Kollektor lieferbar,

Verwendung
Transistor fur kommerzielle Anwendungen.
Z.B. Eingangsstufen von Gleichstrom= und NF-Verstirkarn.
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Grenzdaten
Verlustleistung Ty = 25°C Prat 300 | mw
Tg = 25°C 1 W
Ty =25°C Prat* 250 mw
R | T =325¢C 800 | mw
Kaollektar-Basis-Spannung Ty = 85°C Ucgeo an | w
Kaollektar-Emitter-Spannung Uceo 20 W
Emitter-Basis-Spannung Ueso 5 W
Kollektar-Gleichsirem I 100 . mA
Emitter-Gleichstrom —Ilg 100 [ ma
Sperrschichttermperatur + Tj 175 | C
Minimale Gehdusetemperatur Te 55 i C
Maximale Lagertemperatur + Tg 175 “C
_M_inima_le Lagﬂw_‘.e_mperalur_ | —Tg ik C |
* nur BCY 51i
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Statische Kenndaten bei T, = 25 “C
Kollektor-Basis- Upp =25V Iceo 50 nA |
Reststrom
Kollektor-Emitter- | lg = 10mA, lg =1 mA UcEsat 1 Vo
Restspannung
Gleichstrom- Uceg =15V, Igc =01 mA B 60 ... 300
. verstirkung
| Warmewiderstand ohne Kihlfliche Rinu 0,5 “C/mW
iSperrschicht-Gehduse) Ring 0,15 ["C/mW
ohne Kihlfliche Rinu® 0,6 “C/mW
(Sperrschicht-Gehduse) Ring™ 0,25 “C/mW
* nur BCY 511
Dynamische Kenndaten bei T, = 25 °C
Emitterschaltung
| Eingangs- Ugg =5V, Igc=1mA Re(hi1e) 4250 I o |
widerstand |
Spannungs- Relhyag) 2510-5 |
riuckwirkung
Stromverstirkung Re(haig) 160
Ausgangsleitwert Relhgog) 10 =
Rauschzahl Ugg =15V, Ig =01 mA F* 5 dB
Rg =500, f =1kHz_ -

* nur BCY 51r

Datasheet Rev. 1.3 — 03/19 — data without warranty / liability



SEL Transistor BCY51 Datasheet
A28 BEY 51
[m / [ Ty =25%C
i lglpa)
| ¢ / s &0
le /'_
i - =
4 1ok o 1 2
z . 0
0 | k- S
0 1 2 k| 4 y 5
I = f (Ugg)
*0.5 I ’ s f ' zéﬂt.:—_l
| u = Ig{pA)
3
| 04
: 25
03 —H-A— [ B i e e Bcen
|
| 2
I — -
0z ! — - —1 18
o / =l — !
{ 05
0
0 i 5 2 3 4 ¥ 5
Uce

Datasheet Rev. 1.3 — 03/19 — data without warranty / liability



SEL Transistor BCY51 Datasheet
BCY 51
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SEL BCY 51
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